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,^-то квантовая механика, предсказавшая и объяснившая 
необычные электронные и оптические свойства структур, образо
ванных из десятков, сотен и тысяч атомов, начала давать практи
ческую отдачу, составив основу новой области прикладной науки 
и техники - наноэлектроники. 

Именно наноэлектроника продвигает на новый технический уровень 
разработку, создание и применение электронных приборов, опре
деляющих настоящее и будущее уже привычных для нас Интернета 
и мобильной радиосвязи, персональных компьютеров и супер
компьютеров, бытовых и производственных роботов, систем авто
матизированного управления производственными процессами 
и медицинской электроники. 

Наноэлектроника - это просто! Убедитесь в этом, прочитав этот 
учебник. 


